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Les indices de réfraction des oxynitrures SiOxNy et des 
carbonitrures SiC N de silicium peuvent varier de 1,46 à 3,3, ce 

DépôtDépôt

carbonitrures SiCxNy de silicium peuvent varier de 1,46 à 3,3, ce 
qui en font de bons candidats pour des revêtements antireflets. 

L’objectif de ce travail a été d’obtenir des matériaux de 
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CibleL’objectif de ce travail a été d’obtenir des matériaux de 
composition élémentaire variant continûment du nitrure à l’oxyde 
de silicium d’une part et du carbure au carbonitrure de silicium 
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Débitsde silicium d’une part et du carbure au carbonitrure de silicium 
d’autre part. Notre choix de la technique de dépôt s’est porté sur 
la pulvérisation réactive, technique permettant de contrôler 
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Paramètrela pulvérisation réactive, technique permettant de contrôler 
aisément la stoechiométrie de composés ternaires par l’ajustement 
des mélanges de gaz réactifs injectés. 
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Films riches en O ou N: 2 couches Compositions intermédiaires: 3 couches
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Conclusion et perspectivesConclusion et perspectives

- Procédé PVD réactif permet de dépôt de films de composition et d’indice de 
par le mélange de gazinjecté.par le mélange de gazinjecté.

- SiCxNy a gap trop faible mais SiOxNy est un bon candidat pour des systèmes
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Paramètre R = F /(F + F ) R = F /(F + F )Paramètre RF = FO2/(FO2 + FN2)

0 ≤ RF ≤ 0,5

RF = FN2/(FAr + FN2)

0 ≤ RF ≤ 1
Pulvérisation rf réactive

SpectroscopieSpectroscopie d’absorptiond’absorption UVUV--VisibleVisible
Optical gap Eg

transition between two extended 
states : (αhν)1/2 = A(hν - E )

crystalline structure amorphous structure

states : (αhν)1/2 = A(hν - Eg)

Urbach tail Eu

transition between extended and 
localised sates : α = B exp (hν/E )localised sates : α = B exp (hν/Eu)
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SiCxNy: n de 2,05 à 2,90
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